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[はじめに] 面発光レーザの低しきい値化には電流狭窄構造が必須である。これまで報告された窒化物半導体青

色面発光レーザ（例えば、[1]）では、電流狭窄構造としてITO透明電極が利用されている。素子抵抗を低く抑えら

れるものの、大きな光吸収が課題である。一方、赤外面発光レーザでは、標準的なAlAs酸化狭窄以外では埋め込み

トンネル接合による電流狭窄が比較的多く報告され、少ない光吸収による極めて良好な特性が報告されている[2]。

トンネル接合を有する青色面発光レーザ構造はほとんど報告されていないが[3]、我々 はこれまでGaInNと高濃度ド

ーピングによる窒化物半導体トンネル接合の低抵抗化を進めてきた [4]。今回、トンネル接合を有する10µm角マイ

クロLEDを作製し、面発光レーザ電流狭窄構造への応用を意識して、その電流電圧特性を測定した。さらに、ITO透

明電極を有する10µm径マイクロLEDの特性と比較検討した。 

[実験・結果] トンネル接合を有するマイクロLEDでは、3nm 高濃度Mg添加GaInN/30nm 高濃度Si添加GaNに

よるトンネル接合を有するLEDウエハを用いて微小メサを形成し、上部n型電極による開口（発光）領域が10µm角

となっている。一方、ITO透明電極を有するマイクロLEDでは、標準的なLEDウエハを用いて10µm径SiO2による開

口を設け、その上にITO電極を形成した。各マイクロLEDの表面図を図1、 2に示す。また、高い電流密度まで測定

した各マイクロLEDの電流密度・電圧特性を図3に示す。トンネル接合を用いたLEDでは、高電流注入時においても

トンネル接合によると思われる電圧分の上昇（～2V 以上）が観測された。さらに、微分抵抗から見積もられる素子

抵抗も高い。電気的特性の観点からは、現段階ではトンネル接合のさらなる低抵抗化が必要である。 
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図 1 トンネル接合
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図 3 各マイクロ LED の

電流密度-電圧特性 
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